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逆ペロブスカイト型構造をもつMn4Nは、エピタキシャル薄膜が垂直磁気異方性を
示し、磁化も小さいため[1]、高速ダイナミクスが期待されるフェリ磁性材料であ
る[2]。特に、不純物の添加により角サイトと面心サイトの2つのMn副格子の磁化が
相殺する磁化補償が室温で生じるため、超高速の電流駆動磁壁移動が達成されてきた
[3]。これまでの研究で、NiとCoで磁化補償が室温で生じることが分かっている。
本研究では、非磁性元素であるCuをドープしたMn4N膜について、磁気輸送特性を
評価した。

実験
Experimental

SrTiO3(001)基板上に、分子線エピタキシー法により、厚さ10 nmのCuドー
プMn4N(Mn4-xCuxN)薄膜をエピタキシャル成長した。Cuの組成は、MnおよびCuの
堆積レート比から評価し、Cu組成xを0.15まで変えた。薄膜成長の後、試料をHall-
bar形状に加工して、面直方向に磁場を印加してHall測定を室温で行った。試料加工
の際、Hall-bar形状のレジストをパターン投影リソグラフィシステムで作製し、そ
の後、イオンミリングでSrTiO3基板に達するまでMn4-xCuxN薄膜をエッチングして
形成した。

結果と考察
Results and Discussion

図1にCu組成の異なる3つの試料で得られた磁気輸送特性を示す。図1に示す通
り、x=0.10とx=0.15では、ヒステリシスの回転方向が異なることが分かる。また、
x=0.10で保磁力がx=0.0およびx=0.15と比較して、大きくなっていることが分かる。
これらの現象は、磁化補償組成を跨ぐ際に観察されることから、x=0.10とx=0.15
の間のCu組成で、磁化補償が生じると考えられる。

図・表・数式 1
Figures, Tables and

Equations 1

図1 CuドープMn4N(Mn4-xCuxN)エピタキシャル膜の磁気輸送特性
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